9.9 Anzeigelampe fiir Transistorschaltungen

Sehr oft liegt der Wunsch vor, verschiedene Vorginge in Transistor-
Regelschaltungen durch Glimmlampen anzuzeigen. Die Ziindspan-
nungen von gebriuchlichen Glimmlampen liegen héher als die {iblichen
Versorgungsspannungen bei Transistorverstirkern. Ein direktes Ein-
schalten von Glimmiampen in Transistorschaltungen ist deshalb mei-
stens nicht moglich. Im Bild 9.10 ist eine Schaltung angegeben, wie
Glimmlampen mit einer Ziindspannung unter 100V durch einen
Transistor angeschaltet werden kdnnen. Die im Kapitel 9.10 beschrie-
bene Methode zur Senkung des Reststromes ist hier angewendet. We-
gen des kleinen Reststromes wird die Glimmlampe im Aus-Zustand
sicher erldschen. Dabei steigt die Spannung am Transistor auf den
Wert der Durchbruchsspannung an. Infolge der Strombegrenzung
durch den Widerstand von 50 kQ bleibt die Verlustleistung unter dem
zuldssigen Wert.
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9.10 Schaltverstirker mit guten Sperreigenschaften

Uber die Kollektor-Emitter-Strecke eines Transistors flieflen je nach
der Betriebsart im Sperrbetrieb Reststréme von verschiedener Gréfe.
Man unterscheidet zwischen dem Reststrom bei offener Basis, dem
Reststrom bei Kurzschlufl zwischen Basis und Emitter und dem Rest-
strom bei gesperrter Basis-Emitter-Diode. Die Basis-Emitter-Diode ist
dann gesperrt, wenn z. B. beim pnp-Transistor die Basis eine positive
Vorspannung, bezogen auf den Emitter, erhile. Der Reststrom ist bei
diesem Betrieb am kleinsten, wihrend er bei offener Basis am grofiten
ist.

Die positive Vorspannung an der Basis kann durch das Einfithren ciner
Siliziumdiode in den Emitterkreis hergestellt werden. Die Silizium-
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diode ist in Durchlafrichtung betrieben, und die Basis liegt an einem
um den Wert der sogenannten Schwellenspannung der Diode posi-
tiveren Potential als der Emitter, wenn zwischen der Basis und dem
Pluspol der Batterie ein verhiltnismiflig kleiner Widerstand ein-
geschaltet ist,

Der in der Schaltung nach Bild 9.11 vorgesehene Widerstand R, kann
unter Umstinden entfallen, weil iber den Transistor immer ein Sperr-
strom fliefit, der den notwendigen Spannungsabfall an der Silizium-
diode hervorruft. Siliziumdioden haben eine sehr steile Durchlafi-
kennlinie. Deshalb erhht sich der Spannungsabfall an der vorgesehe-
nen Diode BZY 83/D 1 auch nicht wesentlich, wenn der Transistor
durchgeschaltet wird und der Kollektorstrom stark ansteigt. Im Bild
9.12 ist die Schaltung eines 2stufigen Verstirkers gezeigt. Wenn der
Transistor T, stromdurchléssig ist, ist der Transistor T, gesperrt. Die
Siliziumdiode BZY 83/D 1 sorgt wieder fiir einen kleinen Reststrom.
Wenn die Restspannung des Transistors T verhiltnismiBig grof ist,
miissen im Emitterkreis des Transistors T, zwei Siliziumdioden hin-
tereinandergeschaltet werden.

Auf jeden Fall ist dies in der Schaltung nach Bild 9.13 erforderlich,
wo die erste und die zweite Stufe mit Siliziumdioden ausgestattet
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sind. Der Spannungsabfall am durchgeschalteten Transistor T, addiert
zum Spannungsabfall an der Siliziumdiode in dessen Emitterkreis,
muf auf jeden Fall kleiner sein als der Spannungsabfall an den zwei
Siliziumdioden im Emitterkreis des Transistors T,.

Eine Modglichkeit, wie hier eine Siliziumdiode eingespart werden
kann, zeigt das Bild 9.14. In dieser Schaltung tritt eine Riickkopp-

lung von der zweiten Stufe auf die erste Stufe auf, die ein Kipp-
moment ergibt.
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